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Introduccion
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— Ejemplo: Boost Converter
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Mosfet OFF
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Mosfet ON
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;Como se produce esta transicion en Vgs?
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Senal de Control del Mosfet
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Vp.: Tension de Plateau
Vry: Tension de Threshold

4—o +4— Iy :
: !
I
: !
GATE :
VOLTAGE |
| : I
Substrato X s £
: ' DRAIN e »
T R VOLTAGE  DRAIN CURRENT
| : /
Voo : : ?
! o
/300 »
i ! !"" Vas — I - ig=0
g L S - CgssecargayCgd
Vgs = sedescarga

a CEIUPM —_ 7 E_
' EEEEEEEEE POLITECNICA



2% etapa

- Comienzaaaumentarlacorriente del

Drenador

- Latension Drenador-Fuente = cte
- CgssecargayCgdsedescarga
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Vp.: Tension de Plateau
Vry: Tension de Threshold
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3° etapa: Efecto Miller

IMPORTANTE!

- Latension Puerta-Fuente se mantiene
constante -> Consecuencias en Cgs
- ;Que pasaconlacorriente de puerta? -> Cgd

Vdg _ VPL — [
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4° etapa
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Calculo de Energia perdida debido al Efecto Miller

Simplificacion: consideramos que Vp; = Vyy. Estoimplica que:
- Hasta Q(t1) solamente se carga Cgs

- Entre Q(t1) y Q(t2) se descarga Cgd

- Entre Q(t2) y Q(t3) se cargan ambos

f; :frecuencia de conmutacion del mosfet

1
== CV?
2

E descarga
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Calculo de Energia perdida debido al Efecto Miller

Edescarga —

2

Eqriver = Vs * lg * At = E¢orqr = At

CapVps

Piosses = (2 . Etotal) . f:s

Ecarga

1

-5 CGDVPZL

2

Etotal = Ecarga + Edescarga

Vi

Ejemplo: C;p = 1pF; Vp, = 3V;

Vpl vds fs (KH2)
3 400 10 80,00 1,60
3 400 100 80,00 16,00
3 400 1000 80,00 160,01
3 250 10 31,25 0,63
3 250 100 31,25 6,25
3 250 1000 31,25 62,51
3 100 10 5,00 0,10
3 100 100 5,00 1,00
3 100 1000 5,00 10,01
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Calculo de Energia perdida debido al Efecto Miller

Problema: las capacidades parasitas no son lineales ->
Cgd no tiene un valor constante

Alternativa: usar la graficade Qg del datasheet del

componente
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Figure 6: Typical Vgs vs. Qs @ Vps = 100, 400 V
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GS66502B Capacitance Characteristics

Figure 7: Typical Ciss, Coss, Cass V. Vos
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AQ = i, - At

Eiotar = Vgs * ig - At = Vs - AQ
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;Se pueden evitar estas perdidas? \ \
Zero-Voltage-Switching J |
AVGS
vV, "ae




Zero-Voltage-Switching

Ejemplo: Buck Converter |
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Hipotesis: L suficientemente grande ->i; = cte

>t

S ave _ — 1y
Descarga del condensador — is, = —Cg¢p — = VC>‘\\C<U Veinicial = o [ig, dt
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Zero-Voltage-Switching Vas

Ejemplo: Buck Converter \
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Durante este intervalo, la corriente circula por el
diodo en antiparalelode S2y descarga Cgd

Problema: aumenta Irms -> aumentan las pérdidas
por conduccion
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l THANK YOU

ANY QUESTION?



